-
:

ELEKTRONIGZNE

Nr 20(42)
1983




http://rcin.org.pl



CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE
MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

MATERIALY
ELEKTRONICZNE

Nr 2 (42) — 1983

PL ISSN 02029:-:0058

WYDAWNICTWA PRZEMYSELU MASZYNOWEGO , WEMA'!
WARSZAWA 1283

nttp://rcin.org.pl



KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny: Mieczystaw FRACKI
Z-ca Redaktora Naczelnego: Andrzej SZYMANSKI

REDAKTORZY DZIALOWI

Jan BEKISZ

Andrzej BUKOWSKI
Pawet DRZEWIECKI
Bolestaw JAKOWLEW
Bohdan PASZKOWSKI
Romuald WADAS
Wtadystaw WtOSINSKI

Sekretarz Redakcji: tukasz KACZYNSKI

ADRES REDAKCJI

ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa
telefon: 43 74 61

WPM ,WEMA"'. Warszawa 1983. Wyd. |. Nakt. 300+30 egz. Zam. 486/83-Z/K
Druk: Zaktad Poligraficzny WPM ,WEMA". Zam. 353/83. M-84

http://rcin.org.pl



R T

SPIS TRESCI

Badanie rekombinacji promienistej w warstwach epitaksjalnych GaAs1«Px 0 skia-
dzie0,3 < x < 0,44—B.SURMA, K.ROSZKIEWICZ, M.GLADYSZ .................

Materiat stykowy AgZnO—T.FULAWKA ... .. ... gk YRR SR B

Badanie zaleznosci kinetycznych procesu polerowania pfytek krzemowych —
OIS TR R B DT S O S SE  SE RRPI . 1

CONTENTS

Investigation of radiative recombination in GaAsi «Px epitaxial layers with
0,3 < x < 0,44—B.SURMA, K.ROSZKIEWICZ, M. GLADYSZ ................coonn

AgZnO—contact material-T.FULAWKA ... ... ...

The kinetic dependences in the polishing of silicon wafers — A. JASKOLSKA,
BRI 5 e e s e e b T L e e i T R SRS

COAEPXAHWE

WccnepoBanue wanyyaTenbHbIX pekoMbuHauMm B 3NUTAKCManbHbIX  CMOAX
GaAs1 Px B nHtepsane coctaBoB 0,3 < x < 044 - 6. CYPMA, K. POLKEBWY,
ot LT T RN R R et W e ORI N [ g R T

KoHTakTHbI maTepnan AgZnO—-T.@YJIABKA ... ...,

N3yyeHne KWHETUYECKUX 3aBUCUMOCTEN MNONWUPOBKA KPEMHUEBLIX MNacTuH
g g e i o 6 e L GRS SRR SN S R S e

http://rcin.org.pl

7
28

33

28

33

28



MATERIALY ELEKTRONICZNE : Nr 2 (42) — 1983

B.SURMA, K. ROSZKIEWICZ, M. GLADYSZ: Badanie rekombinacji promienistej w warstwach epi-
taksjalnych GaAs1 xPx o skfadzie 0,3 < x < 0,44

Przeprowadzono szczegotowe badania fotoluminescencji w warstwach epitaksjalnych GaAs1 xPx
domieszkowanych telurem o sktadzie 0,3 < x < 0,44, w celu oceny jakosci warstw produkowanych
w ITME. Fotoluminescencja w 300 K w obszarze krawedzi pasmowej ma jeden pik, ktorego potoze-
nie energetyczne zmienia sie z zawartoscia fosforu, atym samym moze byc uzyte do oceny sktadu
warstwy. Szerokos¢ potowkowa tego piku rosnie z koncentracja nosnikow swobodnych dla
n > 10" cm™?i moze by¢ w tym zakresie uzyta do oceny koncentracji nosnikow w badanych wars-
twach. Znaleziona zaleznos¢ empiryczna koncentracji nosnikow swobodnych od szerokosci po-
towkowej piku wyraza sie wzorem:
) +353,97
2287

Zwrocono specjalna uwage na wptyw parametrow technologicznych na tworzenie sie centrow
gaszacych fotoluminescencije.

EY

logn =

T. FULAWKA: Materiat stykowy AgZnO

W pracy przedstawiono wyniki badan nad technologia otrzymania materiatu stykowego ze szcze-
golnym uwzglednieniem operacji mieszania proszkow Ag z proszkiem ZnO.

A. JASKOLSKA, E. ZOtEK: Badanie zaleznosci kinetycznych procesu polerowania plytek krzemo-
wych

Praca dotyczy polerowania mechaniczno-chemicznego ptytek krzemowych. Przedstawiono do-
$wiadczalnie zbadane zaleznosci szybkosci procesu od nacisku jednostkowego, liczby obrotow ta-
rczy polerskiej oraz pH mieszaniny polerskiej. Na podstawie analizy wynikow wysunieto przypusz-
czenie, ze oprocz scierania istotna role odgrywa w procesie polerowania reakcja chemiczna, ktore|
szybkosc jest zalezna od nacisku jednostkowego. '
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B.SURMA, K. ROSZKIEWICZ, M. GLADYSZ: /nvestigation of radiative recombination in GaAs 1 xPx
epitaxial layers with 0.3 < x < 0.44

A detailed study of photoluminescence in tellurium doped epitaxial layers of GaAs1 xPx with
0.3 < x < 0.44 was made in order to evaluate the quality of the layers manufactured in ITME. The
room temperature photoluminescence in a near-band edge region consists of single band which
peak energy variation with-crystal composition is used to determination x the layer. The linewidth
of halfintensity nicreases with electron concentration above 10" cm ™ and thus can serve for eva-
luation of carier concentration. The relation between electron concentration and linewidth can be
expressed as:

N4353,97
22.17

A special attention was payed to influence technological parameters on creation photolumine-
scence killing centers.

logn =

T. FULAWKA: AgZn0O - contact material

This paper describes the results concerning the technology of contact material with particular re-
gards to mixing operation of Ag and ZnO powders.

A. JASKOLSKA, E. ZOLEK: The kinetic dependences in the polishing of silicon wafers

The paper concerns the chemical-mechanical polishing of silicon wafers. The stock removal rate
has been measured as a function of applied pressure, wheel speed and pH of polishing slurrie. Itis
concluded from the results that apart of abrasive action some chemical in nature process plays
partinthe process of silicon polishing. The rate of this chemical process depends upon the applied
pressure.
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B. CYPMA, K. POWKEBWUY, M. MAAbIW: UccnedosarHue uznyyamensHou pekomOuHayuu
8 anumakcuansHbix cnoax GaAsi xPx 8 uHmepegane cocmaeog 0,3 < x < 0,44

MpoBeaeHo wuccnefoBaHue CrnekTpoB (OTOMOMUHECUEHUMN ANA  3NUTaKCUanbHbIX Crnoes
GaAs1 xPxB obnactu coctasos x = 0,3+0,44 c uensio OLEHKU X kayecTsa. B obnactn mexxaoHHbix
nepexogos npu 300 K Habniogaerca oAvH MUK, 3HEPreTUHECcKoe MOMOoXeHNne KOTOporo uame-
HAETCA C MU3BMEHEHNEM KOHLEHTpaummn ocdopamn MOXET CYXUTb ANA OUEHKK cocTasa cnos. MNpu
KOHUEHTPaunn ceoboaHbIx HocuTeneir >10"7 cM™? nonyWwMprHa aTOro NuKa MoXeT GbiTb NCNONb-
30BaHa ANA onpeaeneHna nx KoHUueHTpauuun. HaaeHa amnupuyeckan 3aBUCMMOCTb KOHUEHTPa-
UMKU cBOBOAHbBIX HOCUTENEN OT NOMYWMPUHBI MUKa, KOTOpan BbipaxkaeTcA hopmMynow:

0+353,97
23157
Oco6oe BHUMaHue obpaleHo Ha BANAHWE TEXHONOMMYEecKMxX napameTpos B 06pa3oBaHunio ueH-
TPOB raweHnsa OoTONOMUHECUEHUNN.

logH =

T. OYNABKA: KoHvmakmHseiti mamepuan

B ctaTbe npeacTaBneHbl pesynsTaTsl MCCNEAOBaHUI B 06NacTn TEXHONOMMU KOHTaKTHOrO mate-
puana c noaApoBHbLIM pacCMOTPEHWEM ONNepPaunn CMeWMBaHnA NOPoLWKoB Ag ¢ nopowkom Zn0.

A. ACKONbCKA, 3. XON3K: UzyveHue kuHemuyeckux 3agucumocmet NoupoBKU KPemMHUEeBbIX
nnacmuH ’

OnucaH NPOUECC XMMUYECKO-MEXaHUYeCKOro MofepupoBaHUA KPEeMHUEeBbIX nnactuH. [Mpu-
BOAATCA 3KCNEPUMEeHTanbHble 3aBUCUMOCTV CKOPOCTU NPOLIECCa OT €ANHUYHOM Harpy3ku, Konw-
yectBa 060pOTOB NONMPOBOYHOIO Ancka u pH nonupytowein cmecn. Ha ocHose aHanuaa nony-
YeHHbIX PesynbTaToB NPEAnoNaraeTca, YT0 KPOMe CTUPaHUA, B NpoLecce NOIMPOBKM CY WECTBEH-
HYI0 PONb UrPaeT XMMUYECcKan Peakumn, CKOPOCTb KOTOPOW 3aBMCUT OT EANHWYHOW Harpy3ku.
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW CNPME i ITME

dr Wojciech WIERZCHOWSKI
adiunkt w Zakiladzie Badan Strukturalnych ITME

Polska Akademia Nauk - Instytutu Fizyki

promotor: prof, dr hab, Julian Auleytner - IFF PAN,
recenzenci: doc. dr hab, Maria Lefeld-Sosnowska -
- Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab, Witold Rosinski - ITME

Stopienn doktora nauk fizycznych nadano 17,06,1982 r,

ODWZOROWANIE DYSLOKACJI W KRZEMOWYCH WARSTWACH
EPITAKSJALNYCH METODAMI ODBICIOWYMI RENTGENOWSKIEJ
TOPOGRAFII DYFRAKCYJNEJ

Badano odwzorowania dyslokacji niedopasowania w krzemowych
warstwach epitaksjalnych uzyskane za pomocg zmodyfikowanej me-
tody Berga-Barretta i metody topografii dwukrystalicznej.
Stwierdzono i przedyskutowano szereg witasciwoséci tych odwzorowan
w funkcji grubosci warstwy i wielkoéci wspdiczynnika niedopasowa-
nia, Opracowano oryginalng metodge numerycznej symulacji kontrastu
odwzorowania dyslokacji niedopasowania dla metody topografii dwu-
krystalicznej i metode obliczeh krzywych odbicia warstw epitaksjal-
nych, (zyskano dobrg zgodnos$é wynikdéw doswiadczalnych i teore-
tycznych. Wykazano mozliwosci identyﬁkacji typu dyslokacji i mozli-
wosci oceny szeregu parametréw warstw epitaksjalnych na podsta-

wie zastosowanych metod.
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dr inz, Jacek SENKARA
adiunkt, kierownik Pracowni Kompozytéw Metalowych
w Zakladzie Metali i Stopéw ITME

Politechnika Warszawska - Instytut Inzynieriiv Materiatowej

promotor: doc, dr hab, inz, Wiadystaw K, Wiosinski - ITME,
recenzenci: prof, dr hab, inz, Witold Missol -~ Instytutu Metali
Niezelaznych w Gliwicach,
prof. dr inz, Wiadystaw Rutkowski - Politechnika

Warszawska

StopierA doktora nauk technicznych nadano 17,05,1983 r,

Praca zostata wyrdézniona.

WPEYW ANTYMONU NA ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE W PROCESIE
WYTWARZANIA KOMPOZYTU W-CuShb

Temat rozprawy wynika z aktualnych potrzeb technologicznych w
zakresie materiatéw stykowych do pracy w igcznikach prézniowych,
Na podstawie analizy teoretycznej sformutowano tezg o powierzchnio-
~wej aktywnosgci Sb w ukiadzie wolfram-ciekly stop CuShb,

Badania wilasne sktadaly sie z dwu czesci, W pierwszej przeprowa-
dzono, za pomocg skonstruowanego urzgdzenia, badania modelowe z
jedng ptasks granicg migdzyfazowg: badania energii powierzchniowej
fazy ciektej, zwilzalno$ci W przez CuSb, kinetyki zwilzania i rozpty-
. wania, badania strukturalne metodami mikroanalizy rentgenowskiej i
izotopowymi (autoradiografia i zdejmowanie warstw)., W czeéci drugiej
przeprowadzono badania technologiczne w rzeczywistych makroukia-
dach W-CuSb z wieloma granicami miedzyfazowymi o skomplikowanych
ksztaltach: kinetyki spiekania z fazg cieklg i kinetyki nasycania po-
rowatego W stopem CuSb, wediug opracowanej metody.

Na podstawie otrzymanych rezultatéw i rozwazan termodynamicznych
wykazano, iz Sb jest powierzchniowo aktywny na wszystkich grani-
cach miedzyfazowych, oszacowujgc stopien tej aktirwnos’ci weditug
odpowiednich kryteriéw, Na konstrukcje urzgdzenia badawczego uzys-
kano patent, a wyniki pracy znalazly praktyczne zastosowanie w te-

chnologii wdrozonej do produkcji antyimportowej,
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Od redakcji

W ramach wydawanych zeszytéw serii "Prace ITME" ukazaty sig
ostatnio nastgpujgce pozycje:
Nr 2 - 1982: D, Szymanski, B, Szczytko - .
"Metody pomiaru parametréw aplikacyjnych past

i warstw grubych" - czeéé 1
Nr 5 - 1982: jw., - czgséé II

Nr 6 - 1982: E, Tomasik -
"Wpityw dodatku fosforu na niektére wlasnosci

fizykochemiczne i lutownicze stopu SnPb"

Nr 7 - 1983: i, Kaczynski - -
: "Metody korekcyjne ilosciowej mikroanalizy

rentgenowskiej pierwiastkéw lekkich"

Nr 8 - 1983: K, Sikorski, A, Szummer -

"Mikroanaliza rentgenowska cienkich warstw"

Nr 9 - 1983: L, Hozer, A, Szymanski -
"T'worzywa warystorowe na bazie ZnO - badania

mikrostruktury i wiltasnosci elektrycznych"

Nr 10 - 1983: J, Senkara -
"Wpityw antymonu na zjawiska powierzchniowe

w procesie wytwarzania kompozytu W-CuSb"
Cena jednégo zeszytu wynosi 150 zi Prace ITME mozna nabywacd

w Giéwnej Ksiggarni Technicznej w Warszawie, ul, Swietokrzyska 14,

lub w naszej iristytucji, za posgrednictwem ZOINTE,
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